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Breve expllcacién de los planos

Lz fig, 1 muestra una-vista en sgbcién de un ejemplo
de elemento electrofotogréfico‘fétosensible de este'ihvento,'y
las figs, 2-(a), =(b) y fig. 3~(a), ~(b) muestren la geneibili-
dad espeotral dé,las capas. fotosensibles del elemento raséeoti-
voy la distribucién'espeétral de intensidad de las lamparas

usadas en los ejemplos de este invento, respectivamente.

Dxpllcacidn detallada de este invento .

Este invento se refiere a un método de fosmacién ¥y

,desvanecimiento de una imagen electroststica 1atente en electro—

fotografia, y en especial a un método de formacién ¥ deavaneci-
niento de wna imagen electrostdtica latente utilizando u elemen~
to fotosensible de nueva estructura ¥y un nuevo procedimiento, y
& un nuevo elemento fotosensible utilizado eg‘el procedimiento,

- e -

En la modalidad bien donocida de la electrofotogra~

- fla que utiliza un elemento.fbtosquible consistente en una ca~

. pa fo%ooonductora revestida sobre un substrato eléctricamente

conduotor; 8e proveen cargas electrostédticas uniformes: a la gu~
perficie del elemento fotosensible mediante un descarga&or de
efecto corona, por ejemplo, y se realiza una exposicién a la luz
en configuracién de imageq a fin de descargar las cargas superfi~
ciales de acuerdo con la intensidad dg la luz y formar una imagen
eleotrostdtica latente, La imagen electrostitioca latente asi obte-~
nids se revela de muchas formas que han sido propuestas, o bien .
se transfiere a otra hoja como una imagen latente, Por lo tanto
el elemento fotosensible debe soportar cargas electrostadticas so—
bre su superficie en la oscuridad, cuan@o se lleva a cabo el prﬁ—
ces0 mencionado, al menos después de ser cargado por descarga de

éfectd corona en la oscuridad hasta que la imagen latente sea re-
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velada o transferida. Es decir, la oapa fotoconductora del ele-
mento fotosenéible debe ser suficientemente aislante en la oscu-
ridad, Por otra parte, la capa fotoconduotora debe mostranr buéna
conductividad elécirioca al ser irradiada por la elevada sensibi~
lidad .2 la luz del elemento fotosensible, En resumen,léﬁ 1a moda-
lidad del;prbce@imiento citado anteriormente se imponen a una ca-
pa fotooonductora propledades incompatibles de Buendrconductivi-
dad eléotrica en la luz y buen aislamiento eléctrioo'éh 1a oscu~—
ridad., Asi se da prioridad a la investigacién de la capa fotosen—
sible utilizada en la modalidad del procedimiento mengionado pa-
ra aumentar la sensibilidad a la luz con un sacrificip préctica—
nente fermisible de la propiedad aislante en la osecuridad, Por
ejemplo, puede aumentarse la sensibilidad a la luz expandiendo

 la sensibilidad especpral panéromética, pero.esto va acompafiado

del aumento de lg conductividad en la oscuridad toda vez que dumqg

- ta el nﬁmaro de portadores de carga libres térmicamente excitados

a medida que se reduce la energla de activacion, Puede incremen—

tarse ademés la sensibilidad & la luz aumentando el tiempo medio .

‘de duracion y/o movilidad de orientacién del porfador libre exci-

tado por la luz, pero esto;produce €l incremento del tiempo de
duracién y/o la movilidad de orientécién de los portadores: libres
térnicamente generados %ambién, lo cual da por resultado la dig
minucién de la propiedad aislante, Jegin se menciona anteriormen—
te, el aumento de la sensibilidad a la luz de la. capa fotoconduc~
tora utilizada en la modalidad del procedimiento descrito ante~

riormente produce una disminucién en la resistividad a la osouri-

. dad; es decir, debilita la carga electrostética que posee capaci-

dad en_la oscuridagd,

Existen muchos materialég en extremo fotosensibles

bien conocidos que poseen una baje resistividad aislante en la
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6scuridad que n0 pueden ser utilizados en la modalidad del pro-
cedimiento menéionado anterlormente; si pudieran usarse estos
ma%eriales, podria esperarse un extraordinario aumento ‘de la
songibilidad a la luz en el arte de 1a'electrofotografia._

Un objeto de este invento s proporcionar ﬁh ruevo
elemento eleétrofotogréfico fotosensible ¥ un nuevo procédimien- .

10 en el que se utiliza el elemento fotosensible del'invénto, en

‘el cual se supera la debilidgd anteriormente mencionada;;

"Otro objeto &e este invento es proporcionar un méto~

" do electrofotogréfico en el que se utiliza un elemen+o efeotlva-

mento fotosensible, de gren sensibzlldad, que emplea materialfb-
toconductor que no puede usarse en la modalidad corriante'delpro-
cedimiento electrofotogrifico en razén de la falta de._retencién

de carga eleotrostética.'ﬁn el nuévo elemento fotoéensible se

'confieren por separado las fﬁnciones de-rétencién de carga y fo=

tosensibilidad a dbs capas fotosensibles §ndepenaientemente, en

comparacién ocon el elemento fotosensible corriente en el cua; se

imponen ambas funciones a una capa fotosensible.

Oiro objeto de este invento es proporcionar un broce—
dinmiento electrofotOnréfico en el cual se logra una sensibilidad
a la 1uz en extremo elevada. .

Otro objeto.es proporoionar un método extraordinaria—
mente efectivo de desvanecimiento de la imagen eleotroatética la- .
tente usada.

Otro obaeto de este inwento es proporcmonar un método
para fbrmér una imagen electrostitica lgtenta estable durante un
largo periodo de tiempo. ,

Otro objeto de este invento es proporcionar un método
para utilizar repetidamente y con gran velocidad un elemento foto-

gensible,
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Y otro objeto més de ‘este invento es proporcionar

un-elemento electirofotosensible de gra.n sensibiiidad a Ia. luz

de eleotrofotografia hace uso de un elemento fotosens:._l:«lg jque
comprende &l menos dos capas fotoconductoras (A y B) que son
diferentes en al menos una parte de la zona de sensibilidad
éspectral, ¥ se compone de las fases des aplicar cargas 'dauna
polaridad a la superficie de la capa fotoconductora (por ojem~
plo oapa A) y cargas de polaridad opuesta a la fase 1ntermed1a
entre la capa fotoconductora A y la capa fotoconductora B y/o
sus pfoximidades; aplicar iones méviles a la superfid.{q'de la
capa fotoconductora A y, simulténeamente, exponer a ia‘iuz en
configuracién de imagen el elemento fotosensible, no elevando

la iuz apenas la,fotocondﬁccién de la capa fotoconductora 4, pe-
ro 8l la della._ cape fotoconductora B, para cargar o descargar
las cargss electr'osté.ticas sobre la superficie de la capa foto-
conductora A y en la interfase y/o en las proximidades a través
de la capa fotoconductora B y é, través de la nube de iones apli-
cada a la superficie do la capa fotoconduotora A de acuerdo con
la fotoconduecién de la capa fotooonductora B para formar una
imagen electrostdtica latente, y después, tras interrumpir la
exposioién a la luz en configuracién de imaéen ¥ la aplicacién

de nube de iones, si se desea, aplicar una irradiacién uniforme
al elemento fotosensible, no siendo la luz activa para elevarla
fotoconduccién en la capa fotoc;onduqtora A pero sl para efectuarlo
en la. capa i‘otoconductora'ZB, para estabilizar la imagen electros-
tética latente, usar la imagen electrosté.tica latente de algin
modo, por ejemplo revelédndola con particulas de polvo resinoso co-

loreadas y tranafiriendo la imagen perfilada en polvo a otra hoja

fo transﬁ:iendo la imagen latente a otra hoja sin revelar, y expo-
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niendo a céhtinuaoién el elemento fotosensible a la luz que es
activa para elevar la fotoconduecién al menos en la capa foto-
conductora A y desvanecer la imagen electroststica 1;tente.

7 'Ademés, de acuerdo con este invento, el elemento fo-
tosensible comprende al menos dosroapas'fotoconductoraﬁi&xla
intérfase-o capa 1ﬁtermedia entre las capaé fotoconducto;és,sienp
do una'de las dos capas fotoconductoras, por ejemplo la capa 4,

fotoconductora eléctricamente aislante para retener cé?gas elec-

. trostédticas en la oscuridad, siendo'otra capa fotoconductora,

por ejemplo la capa B, de menor resiatividad aislante en las oscu~
ridad que la capa fotoconductora A, y teniendo la interfase<>ca—
pa 1ntermed1a entre las dos capag fbtoconductoras A ¥y B al menos

una ‘propiedad de hacer descender répida y efectivamenté la inyec~

eién de portaddr de carga 1ibre e ia capa fotoconducitora A desde

- la capa fotoconductora B y la extracei6n de portador de cdrga de

la capé fotoconductora A a la capa fotoconductora B.

Antes de ent;ar en la explicacién detzllada del in-
vento, se representa para una mejor éﬁmprensidn una estruoctura
modelo del elemento fb%osensible. La fig., 1 muestra una vistaen

seccién del tipico elemento fbtosensibleQ El elemento fotosensi-

- ble 1 comprende bisicamente un substrato 2, una capa fotooonduo-

tora 4 y una capa fotoconductora 6 incorporadas, Entre el substra—
{0 2 y 1a capa fotoconductora 4 existe una capa o interfase 3,en-
tre la capa fotoconductora 4 y la capa fotoconductora 6 existe
una capea o interfase 5, y en 15 superficie de la capa fotqcbnduc—
tora 6 existe una capa superficial. 7.

Para fines de conveniencia de la explicacién se supo-
ne que la imagen electrostétlca latente es revelada a partir del
lado de la capa superficial 7. Por consiguiente, puede disponerse

un substrato 2.que asegure la resistencia mecdnica del elemento
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fotosensible en el otro lado respectivo. No es esencial la exis-—

- tencla de dicho -substrato. Este es con preferencia eléctricamen~

te conductor, Resulta més conveniente formar una Limagen.elec-
trostética latente a través de la capa fotoconductora 6‘gn9 for-

marla a través de la capa fotoconductora 4 al considera% la efi-

° cacla del revelado. Por lo tanto la capa fotoconductora’ 6 debe

retener las cargas electrostdticas al menos en la oscuridad, don-
de no existe radiacﬁén alguna que actde con respecto é;ig capa
fotooondﬁotora, Yy se requiere eléotricamente aislante&,?pr otra
yarte ademds se requiere que la capa sea fqtoconduoteré en la

luz, donde . - existe radiacién que acttie sobre la misﬁa; Por otra

“"parte no es preciso que 1la capa fbtooonducjora 4 seagsieﬁpre gis—

" lante en la oscuridad por cuanto no necesita retener las cargas

elbctrostéticas, si bien es nécesario que posea una sensibilidad

suficientemente elevadé en cuanto a la fotoconduccién, Y ademés
. ’ V4

dobe exisgtir la sigulente relacién entre estas capas fotoconduc-

foras 4 y 6, En el caso, por ejemplo, en que la exposicioén a la

" luz se lleve a ocabo a partir de la superficie libre 7, la capa

fotoconductora 6 debe ser efecfivamente {ransparente al menos en

-una parte'de la zona especiral de 1a luz actiﬁica a la capa foto— -

conductora 4. En el caso de que la exposicién a la luz se lleve a

cabo a partir del lado del substrato 2, la capa fotoconduétora 4

debe ser efectivamente transparenie al menos en una parie de la
zona especiral de luz actinicé a la capa fotoconducﬁora 6. En es-
te caso el substrato debe también ser transparente a la luz. Por
otra pa;te, los limites fotoconductores especirales de estas ca-
pas fotoconductoras deben diferir al menos en. una parte de su es-
cala de fotoconduccién espectral, La interfase 3 no es siempre

esencial, pero resulta efectiva para controlar la inyeccién de

los portadores de carga libros desde el substrato 2 a la capa fo-
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toconductora 4 x/o desde la capa fotoconductora 4 al substrato

2, Y la interfase 3 es efectiva para mejorer la adhesién enire

. la capa fotoconductora 4 y el substrato é. La interfase 5 es

también efectiva para regular el paso de los portadores de car-

ga libres entre las capas fotoconductoras 4 y 6, y efectiva ado-

' ; nés en cuanto a la adhesién entre ellag, Bn particular 1a inter-

fase 5 debe ser capaz de prevenir la inyecoidn de los portadores
de carga libres al menos desde la caps fotoconductora 4 a 1z ca-
Pa fotoconduetora 6. La capa superficial es efectiva para contro-
lar el paso de los portadores de cargs libres desde 1a superficie
al interior de la capa fbtoconductora 6y efectiva en cu;nto a

la proteccién supepficial del elemento fotosensible, i bien no
es siempre eéehcial. Y ademéds la capa superficial 7—35 pieqiso
que msea eléctricamente aislante y lo més fina posible, las ante—
riores capas inte?medias 3y 5 ¥ capa superficial 7 deben ser .
transparentes é.La luz utilizada en un grado que no dificultela
puesta en préctica del inwento.

_ Utilisando el elemento fotosensible anteriormente

~ desorito, se 1lleva a cabo el procedimiento de este invento me-

diante las fases siguientes, Bn la primera de ellas, la superfi-

- cie del elemento fotosensible es cargada en la oseuridad o enla

luz por ejemplo nediante descarga en corona uniformemente a la

polaridad negativa, En este caso se suminisiran iones o cargas

.negativas a la superficle del elemento fotosensible. Al propio

tiempo son inducidas cérgaé positivas en el substrato 2, Las car-
gas positivas'asi inducidas se desplazan hacia la interfase 5 a
través de la capa fotoconductora 4 en un cdrto periodo de tiempo,
o sea antes de la segunda fése, induciendo por consiguiente las
cargas negativas que existen sobre la superficie las positivas
respectivas cérca de 6 eﬂ la -capa intermedia 5. S5i la resistencia
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de la capa fotoconductora 4 es suficientemente baja, no se plan-
. tea ningin problema dado que la induccién de las cargas positi-—.
vas cerca de o sobre la capa intermedia 5 es completa.da en un
corto periodo de tiempo, pero, si no fuese asl, es mayor el tiem-
pd necesario pare inducir las cargas positivas cerca o‘gobre’ la

interfase 5, lo que se traduce en impedimento en ,cuantlo';'a' la rea-

‘lizacién., Para superar esfo, se confiere a la interfase 3. una

propiedad rectificadora para que solamente las cargas ’po’si‘bivas
sean inyectadas fécilmente desde ol substrato 2 a la capa foto~
conduoctora 4, o bien se de al elemento folosensible una ilumina-
" olén brillante y concentrad& con el fin de reducir la resisten—
cia de la capa fo-booonduotora 4 durante y/o después del PrOCOsSO
"de carga. Bn caso de utilizar dicha iluminacién brill.ante Jy con—
centrada, la luz correspondiente deﬁe penetrar en la capa foto~
6ond.uct01fa 6 y no debe producirse en ésfa la fotoconduocién, Asi
yuesrlas cargas negativa y positiw;a son suministradas & ambas su-
perficies de la capa fotoconduotora 6 y el campb eleoti'oatéticq
dgbido a'estaé 'oargas es mantenido a través de la misma.
4 continuacibn, en la seguhdé fase, se aplican una

oa;rga o nube de ioneg ¥y una emosici,dn en conflguracion de imagen

- al elemento fotosensible asl cargado en la primera fase, La carga

o mube do lones es generada por e¢jemplo mediante descarga en coro-
na, La luz de 1luminacién utilizada en la exposici6n en configu-
racién de ﬁagen no produ.oe fotoconducoién en la capa fotoconduc-
tora 6 y penetra en ésta hasta alcanzar la capa fotoconductora 4
¥y _geﬁerar en ella tal fotoconduccién, Por donsiguiente las cargas
pobre ambas superficles de la .capa fotoconductora 6 descargan o
cargan en la polaﬁdad iﬁversa s través de la capa fotoconductqra
4 de acuerdo con la fotoconductividad de la gé.pa 40 lé. intensi-

dad de la iluminaoioﬁ en configuradién de imagen, si me clerra un



.10

15

20

25

.30

371685

circuito e‘léctrico entre las cargas sobre la superfioie del ele-

"“zi ; f-,[

:1‘unuluu'

mento fotosensible y el substrato a través de la carga o nu'be de

iones y un circuito exterior, O sea que las cargas positivas si-

-fuades ceroa 0 sobre la capa'j.nterinedia 5 se desplazan para neu-

= =
L

tralizar las ocargas negativas sobre la superficie 11"31?6;9.\91 elo-
nento fotosensible'a travérs de la caps fotoconductora 4; el subs-
trato 2, el circuito exterior y Ela mube de iones @nsé&ﬁéﬁtemen—
te. Aqul se desoribe que se desplazan las cargas posi%i{'as, al
bien pueden desplazarse ofras cargas en lugar_de ésatasn, El movi-
niento de 1#5 cargas positivas se toma aqui como e:]empic _para un.
més f4cil entendimiento. En la zona oscura la descarga es menor

que en la zona i.lumina.da. dada la mayor resistencia d.e 1a capa fo-

" toconductora 4 en la oscuridad. La capa fotoconductora 4 no esen

' general tan buena aislante., Luego es necesario que la segunda fa-

se sea completada én un corto. veriodo de tiempo. La carga o nube
de iones aplic.ada. & la superficle li‘n:c;e del elemento fotosensible
debe ser eliminada rdpidamente, o abrir asimismo con rapidez el
cirouito exterior, para impedir la descarga indeseada o neutra-
lizacién a través: de la caps fotbcbnductora 4. Cuando se apiica

la carga o nube de iones; a la superficie del elemento fotosensi-
ble, puede disponerse un voltaje polarizado entre la nube de iones:
yel substrato conductor 2, De este modo, se forma una imagen elec~
trostatica 1a'bente sobre y/ 0 & través de la capa fotoconductora

4 y 6 de acuerdo con la intensidad de la iluminacién en conf:.gura-
cibén de imagen, , ,

La imagen electrostitica J.atente formada en la segun-
da fase puede revelarse mediante la téenica corriente de revelado
utilizada en electrofotografia, ' '

Ia imagen electrofotostética latente aef formada en -

la segunda fase es inestable y tiende a un estado estable de acuer-
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do oon la resistencia de la capa fotoconductora 4 en la oscuri-

‘dad o la persistente fotoconduccién de la capa 4 tras la ilumi-~

naoién. La causa de la inestabilidad de 1la imagen latente: dog—
pués de la segunda. fase es el exceso de cargas suministradga

' & la superficie libre del elemento fotoaensible dura.nte la so-

gunda fase, lo oual genera. la induccién de la.s oargas con pola-
rided inversa en el substrato 2, O sea que se produce el mismo
fenémeno en la segunda fase que en la primera, Por' cozduéigixiente '
estd claro que la in;age‘n latente en la oscuridad es m4s inesta—
ble que la de la zona iluminada, ya que en ésta es sufioiente-

mente baja la resistenoia de la capa fotoconduotora 4, para al-

" canzar la oonfiguracién de carga estable,

Si la resistenoia ailslante de la capa fotoconducto—

- ra 4 s tan elevada que la imagen latente de la segunda fase es
mantenida en la oscuridad, se emplea otra iluminacién brillante

4 concentrada para cambiarla rédpidamente a imagen latente esta~

ble en la tercera fase, Esta ‘Yercera fase no siempre es esencial
¥ puede omitirse si la resistencia de la capa 4 es efectivamente
baja. La luz brillante y concentrada usada en la tercera fagse de-

be penetra.r en la. capa fotoeonduotora 6 ¥y no generar la fotocon~

~ducoién en la misma efectivamente en forme similar a la primera

fase,

7 "La imagen-eleotrosté.tica latente asi obtenida es eg~
table en cuanto no existe luz actinica a la capa fotoconductora
6 y se utiliza de varias formas, Por ejemplo, puede revelarse
la imagen latente formando una imagen visible en el método oon—
venoional empleado en electrofotografia. O sea la imaggn latente
ruede ser revelada con finas particulas de polvo coloreadas car-
gadas n;ediante fuerza electrostétioa, La imagen perfilada en fi-
no polvo coloreado asi obtehida puede ser transferida y fijada a
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- otra hoja, Despﬁés de. transferir la imagen perfilada en polvo,

gse limpia el elemento fotosensible eliminando la imagen resi-~
dual en'd'lsybsicién para el .uso- inmediato., Si se reproduce otra
1ma§ger; en la siguiente utiliz‘acién, se precflsa la nueva:‘ fg.ise de
borrar la imagen az;terior. Bl degvane.oimientd_' de la imfa.é_;p’_ pro-
via en la cuarta fase es llevado a cabo mediante una 1lumina—
clén brillante y concentrada del elemento fotosensible ex'z-" los
casos en que la luz utilizgda es actinica a la capa fotossnsible
6 para generaf en ella la fotoconduccién y descargar sobre la
misma las cargas que forman la previa imagen 1a'ter;te -ia.__,'t:a.vés
de le referida capa 6. ‘Do este modo puede realizarse i’éoilmente
el proceso de desﬁnecimiento. ' \ ) -

Se facilitard una ‘explicacién mds detallade sobre
el elemento fotosensible utilfzado en el procedimiento de este
invento, . ) '

Bl su‘bst:ato acttia & modo de electrodo, pero puede

omitirse sl es suficiénte la resistencia mecénics del elemento

fotosensible, En este caso, no obstante, el elemento fotosonsi-

_ ‘ble_se pone en contacto con otro elecirodo gl ilevar a cabo el

proceso, o bien con la carga o nube de iones como eleotrodo. En

~ 1a préctice so usan como substrato una lémina de metal tal como

aluminio, latén y niquel, una hoja de pléstico revestida con una
fina pelicula metdlica depositada medisnte vacfo, En el caso de
nd existir substrato, puede revestirse la cape fotocondﬁctora 4
con une pelicule fina metélica smobre ei lade del substrato. No

es n_ecesaric; que la capa fotoconductora 4 sea eléotricamente ais-
lante en la oscuridad, toda vez que no precisa retener la carga -
eleotrogtitica en' la oscuridad, perb' es preferible que la capa 4
god mucho mis fotbsensible. La resistividad en la oscuridad de la

caﬁa 4 es con preforencia no obstante lo més elevada posible, En
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el supuesto de un modelo simple, la constante de velocidad o
tiempo de carga o descarga de las cargas electrostiticas a .
ambos ladosg de la capa fotoconductora 6 en la segunda faso es

Ba «0, en la cual %& ez la resistividad longmtudinal en- la qscu—

ridad por e.rea unitaria de la capa fotoconductora 4 y c e la

capacitancia eléetrica por areg unitaria de la capa fotoconduo—

“tora 6. Bs neoesario que el valor Rd .C sea mayor que ‘ol ‘periodo

de tlempo de la segunda fase cuando la carga o nube de/iqpes se
pone en contacto con la superficie exterior del elementg_fofosen—
sible y se cierra el circuito eléotrico exterior, Por. ejemplo,

en el caso en.qﬁe el periodo de tiempo de la megunda %agé sea 0,01
seg., Bﬁ es lgual a o con prefe}encié'mayor de 0,01 éeg;iLos Vo~

lores de Bé ¥ C dependen del grueso de las capas fotoconductoras

: respectivas, pero éolamente pueden variar en limites del orden

de 10 en la préctica. Y ademés R depende en gran medida del ma-

7. terial fotoconductor utilizado., Puede usarse la capa fotoconducto-

" ra ‘con una resistividad de magsa en la oscuridad Sd superior alO5

6hm—qm. N

~ Por otra parte, en la zona iluminada el valor R -C
es preciso que sea inferior al periodo de tiempo de la segunda
fase, donde Ry es la resistividad longitudinal por area unitaria
de la capa fotoconductora 4 baao iluminacién. Por ejemplo, en ca~-
80 de que el periodo de.tiempo de la segunda fage sea 0,01 seg,
Rd.C debe ser inferior a 0,01 seg. . .
Si se considera que el periodo de tiempo es 0,01 seg.

en la segunda fase y el limite inferior de la resistividad en la

',_oscuridad S4 es 105 ohm.cm, para el periodo de tiempo de 1,0 seg.

en la segunda fase, se usan con preferencia los fotoconductores
de resistividad en la oscuridad de 107 ohm-cm. © més, y de resis-

tividad a la luz 1nferior a 107 ohm-cm. Yo obstante, esto es solo
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un ejemplo. Bs preciso qné la sensibilidad.a la luz definida
como S3/S1 sea 10 o mé&s., La mayor S4/S1 es la més préferible,
y la menor 81 puede acortar el periodo de tiempo de laxgggunda
fage, El peiiodo de tiempo raquéridp en la segunda fase; que
indica_la velocidad del pfoceso, se halla limitado por éf{;a—
lor de S1. Por otra.parte.el periodo de tiempo de la sééﬁﬁda
fase se halla también limitado por Sd, es decir, Si linite el
limite superior del periodo de tiempo.:La segunda fase,'p5r lo

tanto, debe efectuarse. en ioé 1inites del periodo de tiemﬁo de~

finido por S1 y Sd. Por consizuiente la cépa fotocondpc}gra 4

debe poséer 1la meyor Sd/Sl posible y Sd o Sl ajustadoii-Ia ve—
locidad de} proceso, La mayor_Sd/Sl prqporciona_los Iimites mis

amplios'dél periodo de tiempo en ;a gegunda fase limitados por

says. .

En el proceso de gran velocidad pucde adoptarse el

ﬁatérial fotoconductor que posea Ia menor resistividad en la o=

5

curidad Sd, por ejemplo 10” ohm~cm. para la segunda fase del pe~

- riodo de tiembo que es de. 0,01 seg., lo cual hace posible'emplear

el materia} fotoconduetor que no se considera utilizable en la

eleotrofotdgrafia convenclonal, Por ejemplo, puede utilizarse

material fbtoconductor & base de sulfurB do cadmio hexagonal que

es bien conocido como material altamente fotosensible, Ademéds, |

sl puede reducirse el periodo de tiempo de la segunda fase, es

utilizable el material fotocpnductorrque posea una rogistividad
5 ,

en ia oscuridad menor de 10° ohm-cm. Pueden usarse los siguién—
tes materiales como fotoconductores que satisfacen el anterior
requerimiento: elementos tales como silicio, germanio, estafio,

f6sforo, arsénico, a;n'bimonio, azufre, selenio y telurio, y 6xido,

- caleogenita, halogenita o cobre, plata, estrontio, bario, eino,

germanio, catmio, silicio, mercurio, aluminio, indio, galio, ta-
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lio, estafio, manganeso, hierro, niquel, plomo, titanio, arséni-
oo, antimonio y bismuto, ¥ ademés tales oompuestos gue compren—
den varios metales: seleoeionados del grupo anterior y wvarina
elementos catiénicos como €4 an 3, CdS Sel s Cd .Zn.,_v.p;ySe1 -
Yy tales compueatos intermetdlicos: como CuA.LS AgInS ’ anS:LA
ZnGePz, CdGePZ, InSbI, y ademés soluciones sélidas que compren—
den elementos cristalinos o no crlstalinoa seleccionados del
grupo de arsénico, antimonio, plomo, azufre, selenio, f{:e],urio,
tallo, bromo y yodo, y.también divers&s fotoéoﬁductoresfprgan;-
oos, Estos mate}'ialgs 86 usan como capa fotoconductorgfda por si

o comprendiendo mezcla de los mibmos, 0 una capa foto§pnductora

eompuesté por ellos dispersos en un material aglutinantetfbrma-

“dor de pelicula, Pueden usarse como tal material aglutinante po-

limeros orgénicos o polimeros inorgénicos tales como vidrio. Es~
tos nateriales aglutinantes formadores de yelicula que_muestran

fotoconducclén pueden usarse con preferencia. Un material foto-

~ oonductor vitreo, por ejemplo, compuesto por arsénico-antimonio-

selenio es revestido sobre una hoja de metal mediante el método
de depésito por vaclo o revestimiento por fusién sin ningin ma-
terial aglutinante hasfa-fbrmar una- capa fotoconductora que po-
sea el espesor demeado, Se trata un fino polvo de sulfuro cddmi-
co hexagonal en extremo fbtosensiblé con un fundente tal como
olorﬁrﬁ cddmico hasta formar una capa fotoconductora sinterizada
sobre una hoja de metal, Como otro ejemplo, se dispersa fino pol-
vo de sulfuro de caémio altamente fotosensible, sensibilizado é
los coloréntes, en un material aglutinante de polimero sintético

Y se reviste sobre un substrato apropiado hasta formar una'capa )

. fotoconductora, en aguellos casos en que el polimero orgénico o

inorgénico sintético utilizado pueda ser fotoconductor.

Puede seleccionarse la sensibilidad espectral de la
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capa fotoconductora 4 para que’ responda a los fines de aplica-

,oién, yero en general es preferentemente pancromética. A este

regpecto la sensibilidad espectral del material fotocondnuztor

. 'princiyai usado en la cépa fotoéonducto:a es pxpandida;hgdianr

te una _pequefia cantidad de algunas adiciones 0 mediante’séhsi—
bilizaeién al colorante. La capa fbtoconductora 4 debe ser sen-
sible al menos a una parte de la gama espectral de luz que pe-
netra a través de la capa fotoconduotora 6 hasta alcarsar 1a
citada capa 4. _

La capa fotoconductora 6 debe ser eléctricamente
aislante en la osouridad sopbrtando las cargas electrostéticas
en ambas superficies las cuales erean el campo eléotrino a tra-

vés de la ozpa fotoconduotora 6 Adends la capa. fotoconductora

"6 debe ser suficiente fotoconductora en la luz como para desva-

necer efectivamente la imagen eleotrostatica latente en la cuar-
ta fase, Por consiguiepte pueden emplearse materiai;s;aislanteé
fotoconductores utilizados en electrofotografia convencional,
como por ejemplo uma capa fotoconductora que comprenda polvo de
sulfuro de cadmio altamente resistente o yolvo de 6xido de cino
disperse en un material aglutinante, o un fotoconductor orginico
en extremo aislante. Para la capa fotoconductora 6 no se precisa
la elevada fotosensibilidad que se requiere con respecto arla
capa fotoéonductora de la electrofotografia convencional, toda
vez que el desvaheoimienfo de la imagen electrosiética latente
se realiza con luz brillante'y concentrada y la intensidad res-
peotivg uede aumentarse fﬁcilmente; y ademds el tiempo de expo-
sicién con la luz brillante y concentrada no es tan restringido
en la segunda fase, Por'otra varte, la propiedad requerida por

esta capa es que debe ser trangparente a la luz que es absorbida

_en la capa fotoconductora 4 para crear la fotoconduccién, Los 1i-
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mites de longitud de onda de la luz se hallan determinados por

la sensibilidad espectral y la forma de utilizecién del elemen—
{0 fotosensible, '

Por eaemplo, sl se utiliza luz visible para grabar
una imagen luminosa, la capa fbtoconductora 6 es con preferenf
cia transparente a la luz visible. Si se roquiere sens;bil:dad
espectral pancromética para el elemento fotosensible, la sensi-
bilidad espectral de fbtoconduccién de.la capa fotoconﬂuotora 4
debe ser pancromdtica asi como la capa fotoconductora 6 debe ser
efectivamente incolora y {transparente, Como eaemplo de la capa
fotoconductora 6 se “toma una ocapa fotoconductora organiga. Cuan~
do se utilisza ésta, puede efectuarse el desvaneclmlento de una
imagen latente medlante irradiacién con rayo ultraviolsta.

En general ge usa ‘una lémpara incandescende tal como
una lémpara de tungsteno, de yodo, de circonio, o de xenén como
fuente luminosa en aparatos de reproduccioén a partlr de picrofllms
o documentos diversos, BEn este caso es preferible utilizar la ca-
va fotoconductora 4 que posee la fotosensibilidad espectral a
los limites respectivos de longitud d; onda de 550 %/u a l,é/u,
{oda vez que el microfilm es incoloro y la fuente luminosa con-
tiene mucho mis la luz de mayor longitud de onda. Por consiguien~
te, en este caso, la capa fotoconductora 6 puede absorber la Tuz
azul, Puede emplearse como capa 6 méterial fotoconductor que po~

sea sensibilidad a la luz azul, Como ejemplo puede tomarse una

~ capa qne,compfende polvo fino de 6xido de c¢inc sensibilizado al

colorante-con fluorescencia a los limites espectrales de 450ﬂ/u

a2 500 m,u de longitud de onda disperso en un material aglutinan-.

/ | o .

.- te orginico resinoso.

La sensibilidad espectral de la. fotoconduccién de la

capa puede coincidir en su parte con la de la capa 6.
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. La capa intermedia 3 no siempre se introduce inten-

oionalmente, La funcién de la capa 3 es regular el flujo elée-
trico de carga desde la capa 4 al,aubstrafo 2 o viceversa, pero
no siempre impidiéndolo., Cuando se carga la superficle Gel ele-
mento fotosensiblehen la polaridad negativa, por ejemplb}hia
capa intermedia puede permitir el flujo de qarga,positi&gﬁaesde

el substrato 2 a la capa fotoconductorz 4, Y ademés en lawsegun-

. da fase en la cual se forma la imagén electrostitica laﬁégte, es

preferible que la capa_fbtoconductora 4 sea lo mis resistiva o
aislante posible en la zone oscura, a fin de que sea evitado el
flujo de carga negativa desde el subétrato 2 ala cap; fq%ocon—
ductora 4. En otras palabras, si los-portadores de cax, »ra libres
de la capa fbtoconductora 4 en equilibrio térmico sonl mucho ne-
nores y su resirtividad eléctrica es muy elevada y se halla regu-
lada mediante inyeccién de portador libre desde el exterior, esm:
preferible que la Eapa dg interfase 3 posea la propiedad recti-
ficadoré. EL material utilizado en ia capa intermedia 3 depende

del materizl usado en la capa fotoconductora 4. La capa de inter-

fase 3 puede smer una capa independiente o tnicamente una interfa—

se en s entre el substrato y la capa fotoconduotora 4.
- La capa de interfase o intermedia 5 mejora la adhesién

entre las capas fotoconductoras 4 y 6, y separa eléctricamente

‘ en lo que respecta al flujo de carga del portador libre respecti-

" vo desd§ 1la capa'fotoconductora 4 a la capa fotoconductora 6.

_ Durante el proceso de este invento, excepto en la
cuarta fase, la capa fotoconductora 6 debe ser eléctricamente
aislante, miéntras que en la capa fotoconductora 4 los portado-
res de 9arga libres son éenerados poT absorcién d; la luz, Estos
poftadoreﬁ de carga libres suelen fluir en ol interior de la ca-

pa fotoconductora 6 reduciendo su resistividad eléctrica, Esto es
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notable cuando se utiliza en la capa.6 material similar al de
la capa fotoconductora 4, A fin de evitar el descenso de la
rosistividad eléotrica de la capa fotoconductora 6 al efeciuar—

se la irradlacién de la capa 4, debe evitarso o detenerée,gl

flujo de carga eléctrica desde la capa 4 a la capa 6. Adéhés,;

sl se emplea material fotoconductor de bajo aislamiento en la
capa 4, dado que los portadores de carga libres térmicamente

generados pueden fluir en el interior de la capa 6, debé.inteé

'rrumpirse también la inyeociéh de dichos portadores, La ;nter;

fase o oapa intermedia 5 posee la funclén descrita'anteéiormen—
te., En la cuarta.fase, go generan en la capa fbtocondﬁdtofa 6
los portadores de carga libres, los cuales pueden fluis en el

interior de la capa 4. Esta inyeccién de carga de la capa 6 a

" la capa 4 ennla cuarta fase no obstaculiza o puede detener el

flujo de carga libre desde la capa 4 a la capa 6 y viceversa.

Ia interfase o capa intermedia 5 puede constituir
la tnica interfase propiamente.gicha.entre las capas 4 y 6 siem—
pre que satisfaga el reguerimiento anteriormente descrito, Si no,
debe introducirse una capa intermedia de ofro naterial entre las
capes 4 y 6. Bl espesor de la capa de interfase es con preferen-
ola lo méds fino posible. Un espesor general de menos de 1 micra
es favorable. La interfase se compone de una fina capa de mate-
rial eléotricamente aislante tal como una fina‘capa depositada
por vacio de un material inorginico tal como mono-6xido de sili-
oio,.dioxido de silicio, surfuro de pino ¥ fluoruro magnésiho, y
una fina capa de un material resinoso orginico tal como nitroce~ -
lulosa,.acetato de celulosa, copolimero de acetato de vinilo y
cloruro de vinilo, resina de uietano, resina acrllica, resina de
urea, resina de silicona y resina epoxi, La interfase o capa inf.

termedia 5 puede ser una capa en la cual sea grande la densidad
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de carga libres inyeotados.

~~~~~

.La capa superficial 7 protege la superficie del

'elemento £otosensible y detlene 1la inyeccién del’ poruaaor ds

~carga libre desde 1a superficie al interior de la capa~fbto-.

conductora 6. B1 espes&r de la capa 7'es con preferenéia infe-
rior a 2 micras. Puede omitirse., Debe ser eléctricamente ais—
lante, El materlal que se emplea es ol desorito anteriormente
para la capa 5.

En la primera fase se suministran cargas' eiéctricas

a Ja superfzcze del q}emento Potosensible, la polariﬁadtde car-

‘ga sobre éste puede determinarse sobre la base de las propieda-

" des de las capas 4 ¥y 6, positiva o negativamente, Si en la capa

fotoconductora 4 el valo?/u xB, dondﬁ/u es la mobilidad de in-

" pulso del portador libre y T es el tiempo de vida medio del por-
-tador 11bre, del electrén libre es mayor que el del orificio li-

bre, es nds preferible aue la superficie del elemento fotosensi-

" “ble sea positivamente cargada, y si no, viceversa. En la capa

fotoconductora 6 debe aplicarse sembién la misma consideracién,

6,sea gl el va102/u x T del éléctrén libre es'mayér que el del

* orificio positivo libre de la capa fotoconductora 6, es més pre-

ferible que la superficie del elemento fotosensible sea negati-

vamente cargada, y si no, viceversa., La polaridad de carga prefe-
rible en lo aue respecta a la capa fotoconductora 4 es a veces
inversa a la polaridaq con respeoto a la capa fotoconducto;a 6.
En este caso debe considerarse la polaridad des carga sobre la
base de funcién completa del elemento fotosensible, No.obstante,

la selecoién de la poléridad de caéga no es esencial, Se éncuen-

" tran los elementos fotosensibles que pueden ser utilizados en.

ambas polaridades con buen rendimiento.
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"Le cérga eléctrica del elemento fqtosensible en la

primera fase se realiza utilizando el método conveﬁzisﬁhl en

electrografia, La carga se efectfia por lo general de.ivdo uni- -

s

forme, pero puede llevarse a cabo con arreglo a un pairén espe-

‘olal si se desea. Para hacer esto puede emplearse también el mé-

44444

todo de carga corriente, Como ejemplq puede citarse_gue,el ole~
mento folosensible es cargado .en primer lugar unifoémgmente y

a continuacién se proyecta_un grafismo de luz, qué'es‘actinica

a la oapa fotocondﬁctora 6 paré generaxr fotoconducciﬁﬁ'en la mig~
ma, sobre el elemento sensible para producir el graflsmc elec—-

frostitico correspondlente al grafismo Juminoso,

La _8egunda fase es 1levada a2 cabo aplicando una nu~-

'be de carga fluidizada a la superficze del elemento fotosensible

'y, simult&neamente, exponiendo éste a la luz en conf:guracién de

imagen., Puede real;zarse,antes bien sea la aplicacién de la nube

- de carga eléectrica fluidizada o bien la expoéicién a la luz en

oonfigﬁracién de imagen, Y ademéds una de- tales funcidnes puede

oontinhar después de que la otra termina, La aplicacién de la
- \

'nube de. carga eléctrica fludizada al elemento fotosensible irra-
i-diado forma wn cireuito eléctrico exterior entre la superficie

. ¥ el substrato conductor eléctrico del elemento fotosensible por.

la parte exterior, no interior, de éste, cerrando el circuito ex-
terior entre ellos. La segunda fase puede llevarse a cabo cerran—

do el circuito exterior, y aplicando la nube de carga eléotrica

- fluidizada. Los ejempios de mube de carga eléctrica fluidizada

son rayo electrénico, nube o rayo de iones de gas, por ejemplp
generados mediante descarga en corona de corriente alterna o de
corriente continua, La irradiacién de imagenlluminosa puede rea-
lizarse a partir del lado de la superficie'del elemento fotosen—

Eible 0 el lado contrario, Un ejemplo de radlacién luminosa en
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configuracién de imagen es que ésta se proyeota sobre el subg-

~~~~~

en tanto se suministran iones‘en corona & la superfic*e~d91,
elemento fotosensible, desplazdndose éste a la perponiicular
respecto de la hendedura de exposleion,

-

- La tercera fase se realiza segin se descliberante-

riormente,

‘ La cuarta fase =1} lleva a cabo irradiando la capa
fotoconductora 6 con la luz actinica tras haber usado 1z imagen
latente electrostétlca. Después de revelar la imagen 1atente a
imagen visible, no existe dificultad prdctica almma. incluso 81
se destruye la imaéen latente, en general. Por consiguiente,
después del revelado, puede efeoturarse una exposiciéh con luz

brillante y éoncentrada en léscuarta fagse antes de iniciar la

“transferencia de imagen. O bien puede efectuarse una exposicion

con luz brillante y concentrada én la cuarts fase antes de lim-
piar la imagen revelada residual una vez efectuada la transferen—
cia de 1a'imagen. Es mucho mds efeotivo neutralizar las cargas
sobré la'superficie del elemento fotosensible o sobre lés iméga:
nes reveladas o las imdgenes residuales después de le transfe—
rencia con iones de descarga en corona durante, antes o después

de la irradiacién de la capa fotoconductora 6 o las capas foto-

'conductoraé 6 y-4 oon la luz actinica,

La imagen electrostética latente formada eﬁ la terce-
ra faée o segunda fase puede ger utilizada para hacer copias mil- -
tiples repitlendo el revelado y transferenciz de imagen a partir
de una imagen latente, ’

A continuacién se facilitan explicaciones: mis detalla—
das con referencia a los sjemplos que se citan.
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Ejemplo 1

Fue fbrmadq una_caba vitrea de triséleﬂﬁfd‘de ar-

. ’

sénico de un espesor sproximado de T0-micras sobre'npaflimpia
hoja de'aluminio mediante depésito por vacio. Esta cépa corTes-
ponde a la caﬁa fotoconductora 4 de la fig. 1. Adem?é,;para
formar la capa intérmedia 5 de la fig. 1, fue depositada una
capa de fluoruro de magnesio de un espesor aproxima&o'de 500
milimioras sobre la capa de selenuro en vacio. Y adomds, éobre
las capas, fue depositada btra de selenio de aproximalanente

10 mioras de grueso en vaciorhasta formar la capa foboponducto;
ra 6 de la fig. i. La capa intermedia 5 de fluoruro de magnesio
es necesaria para prévenir la inyeccién del pcrtédor de carga
libre generado en la capa fotocbnduotor; 4 de traselenuro de -
arsénico a la capa fotoconductora 6 dé selenio, La sensibilidad
espectrél de la capa de triselenuro de arsénico vitrea asi for-
mada es:indicada por la curva (1) .de la fig, 2~a. En el caso de
absoisa se ha representado graficamente 1&-10ngitud’@e onda en
milimicras y en el cago de ordenadé la reciproca de la energia .
requerida para la respuests definitiva se ha representado en
unidad arbitraria. Esta es casi pancromédtica. La senslibilidad
espectral de la capa de solenio vitreo se halla indicada asimis-'

mo por la curva (2) de la fig, 2~a, que muestra dnlcamente la

“sensibilidad espectral en los limites de longitud de onda meno~

res de aproximadamente 550 milimieras,
. La capa vitrea de triselenuro de arsénico posee la
menor capacidad de retencién de carga electrostatica, es decir,

las ocarges electrostéticas sobre 1a superficie de la capa dismi~

-nuyen en un 10 por ciento de las cargas iniciales durante dos se-

- gundos. Por consiguiente es muy dificil emplear la capa fotocon-

ductora xerogrdfica convencional. Por otra parte la capa do so-
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1enio vitreo pﬁede retener las cargas electroqtéticas sobre su -

~superficie més de 3000 segundoa.
El substrato de aluminio del elemento fctosensible

asl formado fue puesto a tlerra y la superficie de este elemen-

- t0 fue cargada con iones negativos aplicando a su superficie

los iones negativos generados mediante descarga en corona, Cu~=
ya superficie fue oconeotada a la fuente de suninistro de volfa-
Je de alta tensién para descarga en corona, siendo ﬁuesto a
tlerra uno de los terminalez del suministrador de-aliorvoltaje.
Bn esta operacidén, las cargas positivas fneron induoidgs,cerca
de la interfase a través de la capa de triselenuro de arsénico
vitreo. El periodo de tiempo necesario para.inducir las cargas
positivas fue aproximadamente de dos megundos, Este fue reduci-
do por el hecho de que el potencial de superficie al potencial
de tierra justamente después de haber sido cargado el elemento-
fbtosensible con iones negatiﬁos fue gproximadamente de ~-18CC
voltios, pero, dos segundos‘aespués; 8e ;edujo ol potenciai'a
aproximadamente -300 volfios, lo cual era un valor czsi saturado.
En otra operacién, en que la irradiacién coh la 1uquné tenia la\.
Qistribucidn de energla éspectral indicada por le curva (1) de
la fig. 2-b al elemento fotosensible fue efectuada simulténea—
mente con la aplicacién de ioheg negaﬁivos,en corona bajo la
nisma condieisén desorita anteriormente, el potencial de superfi-
‘cle del elemento justamente despuss de la carga era de aproxima-
damente —350 volﬁios y este valor ya no cambié, Se considerz que
esto og debido a la induccién instantinea de las cargas positi-

vas cerca de la capa intermedia, Eﬂ la figb 2-b 1a longitud de

. onda se ha representado en milimioras en absecisa ¥ la enexrgla es-

peoiral negativa se ha representado graficamente en la ordenzda.

Cuando el elemento fotomsensible asl tratado y cargzado
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en la primera fase fue irradiadb con la luz azul indicada con

" la curva (2) en la fig. 2-b, se redujo répidamente ol potencial

de superficie a casi cero, Se considers que esto es.debido a

_la descarga de las cavgas & través de la capa de selenio vitreé.

El elemento fotoconductor asi tratado ¥y, cargado en

.....

la ﬁrimera fase fue sometido a una desoargg en corona, de CA y

& la irré.diacion de luz en configuracién de imagen, Eg éeoir,

el substrato de aluminio. fue puesto a tierra y la superfidie” ’

-del elemento fotosensible fue sometida a J.a. nube de idnes posi-

tivos y negativos en corona generada con un electrodo de alam-

bre de desoarga en corona oonectado a una fuente de suministro

de voltaje de CA de a.l'ba tensgidén, y simultdneamente fue proyec-

" tada la luz en configuracién de imagen sqpre.la superficie del

elemento fotosensible a modo de incisién desde la parte posteriox

“del glambre de descarga en corona, Esta operacién fue realizada

moviendo el elemento fotosensible bajo el dispositivo de proyec-
oién de 1uz en configuraclén de imagen fija y el descargador en
oorona. La distribucién de energla espectral de la luz empleada

fue la indicada pof la curva (1) en la fig, 2-b. A esta luz no

~ era sensible la capa fotoconductora 6 de selenio vitreo, es de-

cir, la ocapa no mostraba ninguna fotoconduccién, Por otra parte,
la capa fbtoconductora 4 de triselenuro de arsénico vitreo mos~
{raba fotoconduccion, de tal modo que las cargas fueron descar-
gadas ¥ neutrelizadas a, través de la capa fbtoconductora 4 de

la capa de triselenuro de arsénico vitreo, el circuito exteriop

¥ 1a nube de iones en corons de CA en la zona irradiada, En la

zona osoura, se dejaron tal como estaban las cargas electrosté-

'tioas cerca de la interfase 5, Las cargas de superficie, no obs-

tante, fueron neutralizadas en la zona oscura hasta olerto grado

por distribucién de carga de lones. en corona de C.A. y en el ele-

’
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mento fotosensible se hicieron inestébles. Lz medida del .poten-

dial de superficie justamente después de la segﬁndé‘féée mostréd
-20 volfios en la zona irradiada ¥y 4100 voltios en'1a5zong oécu-
ra, La medicién continua del potencial de superficisfmostré ade-
més que el potencial camblaba a =250 voltios en la zona oscura
durante dos o tres segundos, .en tanto que no se prodneia cambio
alguno de potencial en la zona irradiada, Cuando el eiemento fo-
tosensible fue unifofmemente,irradiado con la luz que:poseia la
distribucién de energla esﬁeotral indicada por la ocurva (1) en

la fig, 2-b justamente después de la segunda fase, no cambié el
potencial de la zoma irradiadia en diéha gegunda fasé; pero ol
potencial de la zona ;soﬁra en la segunda fase cambié répidamen;
te al valor saturado de -250 voltios., De este modo se obtuvieron
la imagen eleotrostédtica laterite con un contraste electrostdtico -
aproximado de 4120 voltios justamente después de la segunda fase,
¥ la imagen eleotrostética latente con un contraste electrostéti-
co aproximado de ~230 voltios varios segundos después de la se-
gunda fase o después de la tercera, Bstas imdgenes. laientes fuelr
ron reveladas con fino' yolvo cargado coloreado. Las indgenes
perfiladas en polvo coloreado asi reveladas fueron transferidas
electrostdticamente a hogas-de pap;l blaneo ordinarias y fijadas
a las nmismas mediante caldeo, La imagen de polvo residual sobre
el eleménto fotésensible fue limpiada con un cepillo de fibras
sintéticas despubds de la irradiacién del elemento fotoseﬁsihle
con la luz de modo ﬁniforme, la oual tenia la distribucién de
energfa espectral indicada por la curva (é).de la fig, 2-b ¥ apli-
caci6n simulténea deriones.de CA en corona a la superficie del
elemento fbtosensible.-bespués'fue irradiado dicho elemento fotow
sensible con la luz indicada por la curva 2 en la fig, 2-b para

desvanecer por completo la imagen latente, BEn esta operacién se
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empleé la fuente 1um:1nosa que tenis la distribucién de energia.

espectral indicada por la curva (3) en la fig, 2% en lugar de
la luz descrita anteriormente, lo cual dié por resultado casi
el mismo efeoto. Las fuentes de suministro de luz uillizadas

en este ejemplo fueron obtenidas como sigue. La fuente lumino- .

* sa indicada por la curva (1) en la fig., 2-b era una combinacién

b

de una ldmpara de yodo de una temperatura aproximada de 32002K
¥y un filiro de vidrio que cortaba la luz de longitud ‘de onda
menoxr de 580 milimicras. La fuente luminosa indicada- por 1

curva (2) en la fig, 2-b era una lémpara fluorescente’ azul ¥y la

~indicada por la curva (3) en la Pig, 2-b era una 1é.mpara fluo-

rescenie blenca corriente, -

Ejenplo 2

Una capa vitrea dé triselenuro de arsénico fue depo- -
sitada sobre wna hoja limpia de aluminio nediante .vacilo. El es-
pesgor de la capa era de'aprojcimadamente 70 micras, Sobre esta

capa se formé ademés una fina capa de. oloru;r:o de vinilo y aceta-

- 0 con un espesor aproximado de 0,5 a 1,0 micras como interfase

Y ademds una capa de polivinilr carbazol fue revestida sobre la
capa _inte:cmedia, siendo .e'l espesor de la capa de aproximadsmente
20 mioras, El elemento fotosensible asf formado dio un buen re— ]
sulté.do cuando su super.jfioie fue cargada con ioﬁes negétivos en
la pri'méra' fage., En este cé.so la capa fotoconductora de polivi-
nil carbazol era transparente a la luz visible y sensible dnica-

mente al rayo casi ultravioleta, de tal modo qﬁe pudo utilizarse

. .toda la gama espectral de la luz visidble a la cual era sensible -

la capa fotoconductora de triselenuro de arsénico, lo cual pro~
yorcioné mayor sensibilidad o velocidad que la del ejemplo 1. B1
‘proceso de desvanecimiento de la imagen latente en la cuarte fa-

se fue llevado a cabo con una lédmpara quimica fluorescente,



10

15

20

25

.30. ’

- 28 -

371685

Ejemplo 3 - : o . -

Sobre una superficie limpia de un tubo de aluminio

se fbrmd-una capa vitrea de aleacién compuesta por 85 5en eso

-
R

"de selenio ¥ 15% en peso de telurio mediante dePGaito por vaclo

con un espesor aproximado de 80 micras Yy a continuacién,se for-
mé cobre &sta una fina capa de un espesor aproximadqadé.Q,B Mie

cra de policarbonato. Y ademds sobre esta'capa se foéhb una ca-

" pa de selenio vitreo de 10 micras de espesor mediante depdsito

vor vacio sobre ls cual, ademéds, fue formada una fina capa de
policarbonato de un espesor do 0,8 micra también como_capa de
supérficie. La capa fotocopductora vitiea de aleacién selenio-
telurio no podia retener las cargas electrostéticas en cuanto
se requiere en ol procedimiento ierogréfico convencional, pero
su respueste espectral se éxpéhdié a la mayﬁr longitud de onda
aproxinadamente 120 milimicras, es decir, mostr6 la respuesta
yancromédtica, TFue formada una imagen latente con este elemento
fotosensible utilizando las mzsmas fuentes luminosas que seusan

en el ejemplo 1 en cada fase para proporcionar un buen resultado.

_ Aun cuando fue preferible en ouanto a estabilidad de caracteris—

ticas utilizar'el elemento fotosensible obtenido en este ejen-

plo con una superficie cargade negativamente en la yrimera fage,

"la oarga positiva de la superficie en la primera fase dio un re-

sultado comparable a2l de la carga negativa,
Ejemplo 4 T

Sobre na hoja limpia de latén se formé una capa vi-
trea de aleacién que comprende arsénico de 25 partes en peso,
antimonio de 10 partes en peso y selenio de 49 partes en peso me~
diante depﬁsito*por vacio. El espesor de la capa era de aproxima-—
damente 15 micras. Sobre esta capé fue revestida una capa foto-

conduetora de aproximadamente 15 micras de espesor compuesta por
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antraceno de 45 partéﬁ en peso y resina de silicona de 55 par-

tes en pemo. Bl elemento fotgsépsible asl obtenido fgé;§argado
“oon 1ones.negativos en la primera fase o irradiado én.%énfigu—
racién de imagen-con luz procedente de una lémparas deioirconio
_‘ sinulténeamente con la aﬁlicacién de lones. de CA en corona en

‘ la segunda fase. A continuacién la imagen latente fbrmada ‘fue
revelada con un revelador Iorogriafico convenclonal de efecto
cagcada en el cual fueron cargadas partioculas de fino polvo COm
Joreado positivamente dando como resultado una buena- imagen PO~
81tiva. La imaﬂen perfilada en polvo revelada fue transferida a
continuacion a otra hoja de papel ¥y después el elemen%é fotosen-
sible'fuejirradiado uniformemente coh uﬂa.lémpara quimicé fiuo-

rescente para limpiar la imagen de polvo residual y deavanecer

(N ~

la imagen latente,

Ejemplo 5

Se formé una capa fofoconductora vitrea dg aleaoién
compuesta por arsénico de 15,5 paries: en peso, antimonio de 25,3
partes en pesb, azufre de 10,0 partés en peso y selenio de 24,67
paries en p356 mediante dep6sito por vacio y fue empleadé'como
la capa fotoconduciora altamente sensible del ejemplo 4, y una.

’ capa de polivinil carbazol fue utilizada como la capa de baja
fotosensibilidad del ejemplo 4. Cuando se usé una lampara de
circonio ‘como fuenterluminosa en la segunda fase, se obtuvo una
velocldad fotografica correspondiente a aproximadamente ASA 25,
Ejemplo 6

| Se preparé una 6apa fotoconductors altamente sensible
dispersahdo sulfuro cédmico en volvo, que fue obtenido calentando

) sulfuro cddmico puro en polvo con una cantidad muy pequefia de clo-

ruro de cobre como activador y cloruro c4ddmico de-IO% en peso como

fundente a una temperatura de 550 a 60090_durante aproximadamente
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15 minutos y triturando el polvo térmicamente tratado, en una

laca. resinosa acrilica termoestable, Yy revistiéndols’ sobre una

E3 -

hoja de aluminio, Se form6 ademis sobre esta capa otra-fina de

polivinil oarbaéol como capa Ffotoconductora de baja«sinsibili—

Vdad. El elemento fbtosensible asl obtenido fuerprébado en las

nismas condiciones que las del ejemplo 4 y proporcionb un buen .
rosultado, La polaridad de oarga de la superficie del elemento
fotomensible en la primera_fase, no obstante, era positiva.
Ejemplo 1 : S S

Se prepararon capas fotocqnductoras como;sigpe{ Las

particulas de polvo fotoconductoras deriominadas "AM fuoron pre~

"‘paradas incorporando yoduro céddinico de 18% en peso en partfcu-

las de polvo que se consideraba comprendiag CdS.J.»‘)'GdCO3 en las
cuales se cubrieron log ndcleds de carbonato cddmico con sulfu-
ro céddmico y se caldearon a 200 a 25090, Ademés las particulas'
de polvo fotoconductoras denominadas "B" fueron preparadas agre—

gando colorante sensibilizado, verde malaquita, de 0,1% en pe- -

.80 & las-particulas de polvo fotoconductoras denominadas HAN,

Tue formada primero una capa fbtoconductora sobre
una hoja de éluminio dispersando el polvo "B" de 100 paf%es en

Peso en una laca resinosa acrilica termoestable de 50 partes en

peso con ayuda de una mezcla de disolventes orginicos, revistién-

dola y secédndola, Y después, sobre esta capa, fue revestida una
fina capa de solamente la laca resinosa acrilica termoestable,

A continuacidn se formS otra capa fotoconductora sobre ellas
dispersando el polvo "A" de 100 partes en peso en la laca resi-
nosa acrilica termoestable deserita anteriormente de 50 partes
en peso, revistiéndola y secéndola. El elemento fotosensible asi
formado que comprendia tres capas sobre una hoja de aluminio fue

térmicamente tratado a continuacién a la temperatura de -150¢¢
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durante aproximadamente 30 mimutos, para obtener un elgmento
fotosensible final, Ia capa fotoconductora compuesfg?égy el
polvo "BY qne.fue denominada degpuéé capa '"b" poseié-dﬁfespe-.
sor aproximado de 60 micras, la capa intermedia compﬁ?sta SO
lamente por material resinoso poseia un espesor aproximado de
0,8 micras; ¥ la capa fotoconductora compuesta pdr gl-pplvo"A"
que fue denominada capa “"a" posela un espesor aproxiﬁgdb de
20 mioras, Las se;sibiiidades espectrales de las capas "a" y
"p" fueron las indicadas en la fig. 3-a, en la bualuié,iongi-
tud de onda fue ropresentada gréficanente en abscisa en mili~
mioras, y el logariimo de la reoiprdca de la energla luminosa
necesaria para ébtener una.resﬁuesta definitiva a una fuentede
luz de temperatura de color de 3200°K fue graficamente represen-—
tada en la ordenada. La senaiﬁilidad espectral de la capa "a"
fue limitada, segﬁp se muestra por la curva (1) en la fig, 3-a,
en los limites de meﬁor-lonéitud.de onda de 610 milimicras, en
tanto que la capa "b" ppseia la sengibilidad egpectral por en-
cima de los limites de luz visible,'segan se indica por la cur-

va (2) en la fig, 3-a, Estas dos capas fueron tan aislantes en

la oscuridad que pudieron retener lasncargas electrostiticas: du-

rante un largo tiempo sobré sus superficles,” Asl pues estas dos

capas. podrian ser utilizadas de por si como un elemento fotosen-

s8ible xorogré&fico convencional,

El elemento fotosensible asi ébteni&o ¥ caracteriza-
do fue cargado sobre su superfiocie con los iones en co£ona po—
siti%os ¥ uniformemente irradiado con la luz que pogsefa la dis-
tribucién de energia'espeotral indicada por la curva (2) en la
fig. 3-b para cargar las cargas electrosidticas sobre la super—
ficie de la capa "a® y cerca de la interfase, Como otro caso,la

aplicacién enterior de los iones en corona positivos y la irra-
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dizcién uniforme en la primera fase fueron simulté.neémgnte lle-
vadas a cabo obteniéndose el mismo resultddo que serr;ies‘gri'be
anteriormente, 4 continuacién fue eﬁpﬁes.to el elem'e;:t(; ";?o'tosen-

sible 2 1a luz en configuracién de imagen susceptiblé?'de T6pr0o-

.duceién ufbili_zando la fuente de luz que poseia la distribucién

de energfa espectral indicada por la curva, (2) en lg._. -fig. 3=b
siendo sometido simult4neamente & nube de iones genei}&é por
descarga en corona de CA p_ara. formar una imagen ele'ct.rng'ba'bica
latentes E1l potencial de superficie del elemento fot%\ééﬁsible
después de la primera fase era aproximadamente .de 460;03 voltios -
y después de la segu‘r'lda fase de aproximadamente +10 leiiios en
la zona irradiadg ¥ aproximadamente =350 voltiqs en la ;.'bna 08—

cura, dando el potencial de contraste eleotrostdtico de aproxi-

" madamente =360 voltibs. Dado é_ue la capa "b" ere aislé.nte enla

oscuridad, se mentuvo este potencial de contraste .electrostéti-
éo dura-nte' wn periodo de tiempo suficienjbe para fines de revela—
do. Bn la tercera fase el elemento ;’otosensible fue unifo_rmemen-
t_e irradigdo con la luz utiligzada en la primera fase, Comorre—
sultado de ello, aungue no varié el rotencial de superficie en
la zona irradiada en la segunda fase, el de la zona oscura en
la segqunda fase se convirtié aproximadamente en +350 voltios,
Basto dié el potencial de bontrag%e electrosté'l;ico de apz;oximada-
.mente 4-.340 voltios, el cual fue mantenido duran.'be un largo tieme
Po para ser revelado, toda vez que la imagen 'electrostética la-
tente fue formada a través de la capa "a", Desgpués. de ser revela—
da esta ignégen latente con fino polv'o coloreado cargado, la ima-
gen ;oérfila.da en poivo revelada fue transferida a otra hoja y.la

imagen de polvo residual sobre el elemento fotosensible fue lime )

"piada por coxixpleto. A contiriuacién se expuso ol elemento a laluz

brillante ¥y concentrada que poseia la distribucién dé energla eé—
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tablecida por la curva (1) en la fig. 3~b para desvanecer la

_ imagen electrostdtica latente. A continuacién fue diSpuesto

- -

Ea

el elemento para el siguiente uso, - : ton

En la fig, 3-b ha sido gréficamente repreaentada

la longitud de onda de la luz e 1la absocisa en milimiéras ¥y

«««««

"la energia espectral de la ordenada en una un;dad arbitraria.

La fuente luminosa indicada por la ourva (1) era una: lémpara

- fluorescente verde y la fuente 1um1nosa indicada pox la curva

© o (2) era una combinacién de una lémpara de circonio de tempera-

tura de coloxr de 3200%K y un filtro de vidrio que’ coriaba la
luz de limites ‘de longitud de onda menores de 620 millmicras.

.BEl elemento fotogenaible preparado en este ejemplo

- fue cargado cen los iones en corona negativos sobre su superfi-

ciq en la primera fasé ¥ sometido al mismo'tratamiqnto que se
desoribe anteriormente., Se obfuvo casi el mismo resultado que
éuando fue caigadd positivamente en la primera fase,

El elemento fotosensible preparado en este ejemplo
fuo cargado con los iones en corona positlvos sobre su superfi~

cie simulténeamente con 1r;adiacién uniforme con-la luz gque po-

- sela la distribucién de energia espeotral representada por la

curva (2) en la fig. 3-b. Se obtuvo el potencial de superficie
de aproximadamente 4600 voltibs. Y a continuacién se formé una
imagen electrostatica latente mediante exposicién en configura-
cién de imagen con unsg fuente luminosa que posela la diatribucién
de energla espectral indicada por la curva (1) en la fig, 3-b
siﬁ ninguna incorporacibn_de jones en éorona. El potencial dé
superficie resultante en la zona oscura fﬁe de aproximadamente
4595 voltios y el de la zona irradiada de aproximsdamente 420
voltios, dando un potencial de contraste .electrostdtico aproxi-

mado de 4575 voltios.



10

15

20

. 5

30

-3~

371405

En la primerz fase el elemento fotosensible prepa~

rado en este egemplo fue cargado posztivamente a m’ potenclal
de superficle de aproxlmadamente +600 voltios, Después, en la
segunda fase, el elemento fotosensible fue sometido a*Jos-iones

en corona negatlvos y la exposicién en configuracién de imagen

Sa

“teniendo la fuente luminosa la distribucién de energia espeotral

definida por la curva_(z) en la fig. 3<b similt4ncements, EL

potencial de superfiole. resultante en la zona oscura fue de

- aproximadamente -1030 voltios ¥y el de la zona irradiada 2pToxie

madamente de —250 voltios. Es decir, el potencial @e_contraste

eleotrostatico obtenido fue de aproximadamente -780 vbitios. Bl

elemento fotosensible fue ademds irradiado uniformemente yorla
duz usada’en 1a primera fase'proporcionando los potenoiales de

suporficie de aproximadamente‘&180 voltios en la zona oscura ¥y

"de aprox;madamente =250 voltios.en la zona irradiada y el poten-

cial de contraste eleotrostgtlco de aproxlmadamente +430 voltios.

Bstas imédgenes electrostisdticas latentes fueron reveladas con fi-

.no polvo coloreado'cargado. Con el fin de utilizar de nuevo el

elemento fotosensible, la imagen perfilada eﬁ polvo revelada fue

) transferida a otra hoja y la imagen residual fue limpiada por

completo, En este caso, antes y después de ser limpiada la ima-

gen de polvo residual, el elemento fotosensible fue sometido-a
la exposicién de luz brillante y concentrada teniendo lé'fueﬁte
Juminosa la distribucién de-energia espeotral indicada por la
curva (1) de la fig. 3-b. ' |

En rasumen, la Patente de Invencidn que se solicita

" deber4 recaer sobre las slgulentes.
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1. Un método de electrofotografia que emplea wn

REIVINDICAGIONES

elemenfo fotosensible comprensivo de, por lo nenos, dos capas
fotoconductoras, la exterior y la interior, que son diferentes en
por lo menos una parte do la zona de sensibilidad espeotral, y

que comprende las siguientes fases: aplicar cargas de una polaw
ridad a la superfiocie de la capa fotoconductora exterior en deter-—
minado grafismo, y carzas de la polaridad.opuesta a la interfase
entre las doa capas fotoconductoras ¥/o sobre la zona contigua a
la interfase; aplicar iones méviles a la superficie de la capa
fotoconductora exterior y, sinultdneamente, exponer el elenento
fotosensibie a la imagen, con lo que la irradiacién em forma de

imagen no da origen a la fotoconduccién en la capa fotoconduciora

‘exterioxr voro produce la foboconduccidn en la capa fotoconductora

interior, vara cargar o deucargar cargas electrostétlcas sobre la
superficie de la capa fotoconductora exterior y en la 1nterfase

¥/o en sus sroximidades a través de la capa fotoconductora inierior'
Y a través de la nube de iones aplicada a la suzerficie de acuerdo
con la fotoconduccién en la capa fotocondﬁctora interior, para
formaf una imagen electrostdtica latente, y despuds, wna vez uti-
lizada la imagen electrostética latente, exvoner el elemento foto—
sensible a la luz, activa on cuanto a producir la fotoconduceidn
por lo menos en la capa fotoconductora oxterior, para borrar la
imagen electrosidtica latente,

. 2. Uhvmétodo de electrofotografia qus *e mplea un cle~
nento fotosensible comprensivo de, por lo menos, dos capﬁs‘
fotoconductoras, la exterior y la interior, que son diferentes en
vor lo menos una parte de la zona de sensibilidad egpectral, y
que comprende las siguientes fases: aplicar cargas de una polari-

dad a la superficie de la capa fotoconductora exterior en deter-~
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ninado grafismo, y cargas de la polaridad opuesta a la interfase
entre las doy capas fotbconductoras y/o sobre la zone contigua a
la interfase; evlicar ionos méviles a la suverficiec do la capa
fotoconductora exterior y, sinultdneamente, -exponor el elomento
fotosensible a la imagen, con lo que la irradiacién en forma de
imagen no da origen a la fotoconduccién en la cana fotoconductora

exterior vero produce la foloconduccién en la capa fotoconductora

_interior, rara cargar o descargar cargas electrostdticas sobre la

superficie de la oapa fotoconductora exterior y en la interfase
y/o en sus vroximidades a través de la eapa fotoconductora interioz

¥ a través ‘de la nube de iones aplicada a la supcrficie de- acuerdo

‘oon la fotoconduceién en la capa fotoconductora interior, vara

formar la primera imagen_electrostﬁtica latente; aplicar wna irra—

diacidén wniforme al elemento fotosensible, no siendo activa la lus

“para producir la foloconduceién en le cava foboconductora extérior,

poro siendo activa respecto a la capa foloconductora interior, nara

fornar laiﬁegunda imagen electrostdtica latente, qstabi;izada, Y
después, ﬁna vez utilizada la imagon electrosidtica 1atente,:exponerf
el elenmento fotosensiﬁle ala luz, activa en cuanto a vroducir la
fotoconduccién vor lo menos en la cava Fotoconductora oxterior, parc

borrar la imagen clectrostdtica latente.

3. Se reivindica por Gltimo como objeto sobre el que ha

de recaer la Patente de Invencidn que se solicita: "UN METODO DE

 ELECTROPOTOGRAFTA",
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Todo conforme queda descrito y relv1ndicado en la presente memo-

ria descriptiva, que consta de {reinta y siete piginag mecanografiadas

% dibujos que se acompafian, B

Madrid, 19 de septiembre de 1969,
BERNARDO UNGRIA

W

/o
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